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本发明公开了一种双面显示装置。其采用

OLED有机发光二极管和QLED量子点发光二极管

混合的透明显示屏结构；显示区域中的一个像素

包括R、G、B子像素，R同时有R1、R2两个子像素，G

同时有G1、G2两个子像素，B同时有B1、B2两个子

像素，其中，R1、G1和B1为OLED有机发光二极管，

R2、G2和B2为QLED量子点发光二极管，以此类推，

形成整个阵列矩阵的显示区域。本发明通过QLED

器件应用于显示像素点，实现该区域像素点的窄

光谱，进而提供性能优越的双面显示方案；本发

明的双面显示方案能实现宽色域、窄色域可调。
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1.一种双面显示装置，其特征在于，其采用OLED有机发光二极管和QLED量子点发光二

极管混合的透明显示屏结构；显示区域中的一个像素包括R、G、B子像素，R同时有R1、R2两个

子像素，G同时有G1、G2两个子像素，B同时有B1、B2两个子像素，其中，R1、G1和B1为OLED有机

发光二极管，R2、G2和B2为QLED量子点发光二极管，以此类推，形成整个阵列矩阵的显示区

域。

2.根据权利要求1所示的双面显示装置，其特征在于，OLED有机发光二极管和QLED量子

点发光二极管中的功能层和阴极、阳极用同样工艺、同样材料和同样厚度来设定；阳极半透

或透明。

3.根据权利要求2所述的双面显示装置，其特征在于，OLED有机发光阵列对应的电源线

为PVDD1，QLED量子点发光阵列对应的电源线为PVDD2，PVDD1线和PVDD2线各自分开控制；而

每个单元的两个子像素之间的data信号共用的。

4.根据权利要求1所述的双面显示装置，其特征在于，OLED有机发光二极管和QLED量子

点发光二极管中的阴阳极相反设定，OLED有机发光二极管中的阴极半透，光从顶部出射；

QLED量子点发光二极管中的阳极透明，光从底部出射。

5.根据权利要求4所述的双面显示装置，其特征在于，OLED有机发光二极管中的阴极上

蒸镀薄层的金属，厚度在10-20nm之间；QLED量子点发光二极管中的阴极上蒸镀较厚的金

属，厚度在40nm-150nm之间。

6.根据权利要求4所述的双面显示装置，其特征在于，OLED有机发光二极管中的阳极上

蒸镀ITO和金属反射电极的复合层，QLED量子点发光二极管中上蒸镀单层ITO；其中ITO膜层

为两个单元共用，具有同样的厚度和同一道工艺。

7.根据权利要求4所述的双面显示装置，其特征在于，R1、G1、B1  OLED有机发光阵列对

应的电源线为PVDD1；R2、G2、B2  OLED有机发光阵列对应的电源线为PVDD2，两个PVDD线各自

分开控制；每个单元的两个子像素之间的data信号分开控制。
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一种双面显示装置

技术领域

[0001] 本发明属于显示技术领域，具体的说，涉及一种双面显示装置。

背景技术

[0002] 由于OLED本征光谱光谱较宽，光谱有肩峰，光谱得不到窄化，色纯度欠佳。因此现

在AMOLED手机和穿戴产品都是采用的顶发射AMOLED器件结构，即有机发光层的光从阴极侧

出射，阴极有一定的不透性，从而形成电极之间的光学微腔，光在微腔中振动耦合出窄化的

光谱，满足日常高色纯度的消费品需求（图１）。

[0003] 常规的OLED透明显示屏制作方法，只需将阳极（Reflective  anode）由高发射特性

的膜层变更为半透或高透过性的膜层即可，这样，当发光层的光遇到阳极时，不再像常规显

示屏那样全部反射（图２），而是有一部分反射，有一部分直接从背板侧出射出来，从整体显

示效果来看，即为透明屏（图３）。

[0004] 如图４所示，这种透明OLED显示屏的光谱由于阴极和阳极的发射率较低，所以阴极

和阳极之间的微腔效应大大降低，这样透明屏的出射光谱不再具有窄化效应，与本征的PL

谱接近，与具有窄化光谱的常规OLED屏相比，色纯度大大降低。

[0005] 曾有人提出，在R、G、B发生像素上增加R、G、B滤光片的做法，靠滤光来提高色纯度，

但这种做法的收益不高，同时增加滤光片后，透明屏的透过率大大降低，影响透明显示效

果。

[0006] 因此，在如下几个点上创新都是有进步性的：1）双面显示，但色纯度有提升；2）双

面显示，可实现色域可调；3）双面显示，同步控制或单独控制的优化驱动方式。

发明内容

[0007] 为了克服现有技术的不足，本发明的目的在于提供一种靠透明或者子像素分开实

现双面显示的装置。该装置能通过驱动控制选择选择正、反单面显示或者双面显示，能提高

双面显示屏的色纯度，并调节色域显示模式。本发明的技术方案具体介绍如下。

[0008] 本发明提供一种双面显示装置，其采用OLED有机发光二极管和QLED量子点发光

二极管混合的透明显示屏结构以实现双面显示；显示区域中的一个像素包括R、G、B子

像素，R同时有R1、R2两个子像素，G同时有G1、G2两个子像素，B同时有B1、B2两个子像素，其

中，R1、G1和B1为OLED有机发光二极管，R2、G2和B2为QLED量子点发光二极管，以此类推，形

成整个阵列矩阵的显示区域。

[0009] 本发明中，OLED有机发光二极管和QLED量子点发光二极管中的功能层和阴极、阳

极用同样工艺、同样材料和同样厚度来设定；阳极半透或透明。

[0010] 本发明中，OLED有机发光阵列对应的电源线为PVDD1，QLED量子点发光阵列对

应的电源线为PVDD2，PVDD1线和PVDD2线各自分开控制；而每个单元的两个子像素之间

的data信号共用的。

[0011] 本发明中，OLED有机发光二极管和QLED量子点发光二极管中的阴阳极相反设定，
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OLED有机发光二极管中的阴极半透，光从顶部出射；QLED量子点发光二极管中的阳极透明，

光从底部出射。

[0012] 本发明中，OLED有机发光二极管中的阴极上蒸镀薄层的金属，厚度在10-20nm之

间；QLED量子点发光二极管中的阴极上蒸镀较厚的金属，厚度在40nm-150nm之间。

[0013] 本发明中，OLED有机发光二极管中的阳极上蒸镀ITO和金属反射电极的复合层，

QLED量子点发光二极管中上蒸镀单层ITO；其中ITO膜层为两个单元共用，具有同样的厚度

和同一道工艺。

[0014] 本发明中，R1，G1，B1  OLED有机发光阵列对应的电源线为PVDD1；R2，G2，B2  OLED有

机发光阵列对应的电源线为PVDD2，两个PVDD线各自分开控制；每个单元的两个子像素之间

的data信号分开控制。

[0015] 和现有技术相比，本发明的有益效果在于:

1、本发明通过QLED器件应用于显示像素点，实现该区域像素点的窄光谱，进而提供性

能优越的双面显示方案；

2、本发明的双面显示方案能实现宽色域、窄色域可调。

[0016] 3、本发明通过驱动控制，能实现正、反单面显示或者双面显示可选。

[0017] 4、本发明为每个像素单元包括两种子像素这种显示面板结构提供了多种驱动衔

接方案，可以实现对应的显示操作。

[0018] 5、本发明每个像素单元包括两种子像素这种显示面板结构，在有机功能层和阴阳

极方面可以兼容和共用，节约了工艺成本，也实现了结构上的优化利用，同时在产品解析度

规格方面也得到有益贡献。

附图说明

[0019] 图1是传统OLED结构与微腔OLED结构的发光光谱对比图。图中显示：相较于传统

OLED结构，微腔OLED结构下的光谱得到窄化，色纯度可以提升。

[0020] 图2是顶发射微腔OLED结构的具体膜层堆叠图。图中从下往上依次是玻璃基板、驱

动管单元、反射电极、空穴传输层、发光层、电子传输层、半透阴极、保护层、封装玻璃层。

[0021] 图3是阳极透明的双面显示OLED结构的具体膜层堆叠图。图中从下往上依次是玻

璃基板、驱动管单元、半透电极、空穴传输层、发光层、电子传输层、半透阴极、保护层、封装

玻璃层。

[0022] 图4是常规OLED显示屏与透明OLED显示屏的发射光谱对比图。图中显示：透明OLED

显示屏的光谱变宽，色纯度相较常规OLED显示屏变低。

[0023] 图5是OLED显示技术与量子点显示技术混合的子像素平面排布图。图中显示，每个

子像素单元包含两个小单元，一个单元为OLED发光技术，另一个单元为量子点发光技术。

[0024] 图6是OLED显示技术与量子点显示技术混合的子像素剖面排布图。图中显示，每个

子像素单元包含两个小单元，一个单元为OLED发光技术，另一个单元为量子点发光技术。

[0025] 图7是量子点发光显示的本征光谱图。图中含常规显示用R，G，B的光谱，可以看出

光谱半波宽很窄，色纯度较高。而事实上，量子点发光可以得到更多不同光谱中心峰值的光

谱。

[0026] 图8是这种解决方案的面板像素架构和对应的驱动架构图。图中说明：R1，G1，B1 
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OLED有机发光阵列对应的电源线为PVDD1；R2，G2，B2  OLED有机发光阵列对应的电源线为

PVDD2，两个PVDD线是各自分开控制；而每个单元的两个子像素之间的data信号是共用的。

这样在操作时，可以保证在输入PVDD1，或PVDD2，或PVDD1与PVDD2同时输入时，显示的画面

是一样和同步的。

[0027] 图9是这种解决方案的像素驱动电路图。图中显示R1，G1，B1  OLED有机发光阵列对

应的电源线为PVDD1；R2，G2，B2  OLED有机发光阵列对应的电源线为PVDD2，两个PVDD线是各

自分开控制；而每个单元的两个子像素之间的data信号是共用的。给出了对应的scan扫描

线、Cst存储电容、发光二极管以及电源电压PVDD和PVEE的相关连接关系。

[0028] 图10是这种解决方案的实现的色域表现效果图。图中显示实际工作时，电源线

PVDD1打开时，透明屏中的OLED打开，显示低色域的色彩；当电源线PVDD2打开时，显示QLED

高色域的色彩；当电源线PVDD1和PVDD2同时打开时，OLED像素和QLED同时且同步工作，显示

色域介于右图二者之间。

[0029] 图11是子像素分开这种解决方案的面板像素阵列架构图。图中显示每个单元像素

包括两个子像素单元，即R，G，B单元像素具体包含R1，R2；G1，G2；B1，B2。

[0030] 图12是子像素分开这种解决方案的显示装置剖面结构图。R1，G1，B1为OLED有机发

光二极管，R2，G2，B2为量子点发光二极管。以此类推，形成整个阵列矩阵的显示区域。OLED

有机发光二极管和量子点发光二极管的发光材料不一样，阴极和阳极的设定刚好相反，即

OLED显示阴极半透，光从顶部出射；QLED显示阳极透明，光从底部出射。而就整个架构来说，

实现双面都可显示。

[0031] 图13是子像素分开这种解决方案的具体膜层搭接和工艺方案说明图。图中显示：

对于阴极的差异，通过slit条形的shadow  mask来蒸镀，其中OLED单元的阴极蒸镀薄层的金

属，10-20nm之间；而QLED单元的的阴极蒸镀较厚的金属，40nm-150nm之间；对于阳极的差

异，OLED单元对应的阳极为ITO和金属反射电极的复合层，而QLED为单层ITO；其中ITO膜层

为两个单元共用，具有同样的厚度和同一道工艺。

[0032] 图14是子像素分开这种解决方案的具体驱动方案一说明图。图中显示：R1，G1，B1 

OLED有机发光阵列对应的电源线为PVDD1；R2，G2，B2  OLED有机发光阵列对应的电源线为

PVDD2，两个PVDD线是各自分开控制的；而每个单元的两个子像素之间的data信号是共用

的，如图。这样在操作时，可以保证在输入PVDD1，或PVDD2，或PVDD1与PVDD2同时输入时，显

示的画面是同步的。

[0033] 图15是子像素分开这种解决方案的具体驱动方案二说明图。图中显示：R1，G1，B1 

OLED有机发光阵列对应的信号线为Data  1；R2，G2，B2  OLED有机发光阵列对应的信号线为

Data  2，两个信号线是各自分开控制的；而每个单元的两个子像素之间的PVDD、PVEE电源线

是共用的，如图。这样在操作时，可以保证在输入Data  1，或Data  2，或Data  1与Data  2同时

输入时，显示的画面是同步的。

[0034] 图16是子像素分开这种解决方案的具体驱动方案三说明图。图中显示：R1，G1，B1 

OLED有机发光阵列对应的电源线为PVDD1；R2，G2，B2  OLED有机发光阵列对应的电源线为

PVDD2，两个PVDD线是各自分开控制的；而每个单元的两个子像素之间的data信号是分开控

制的，如图。这样在操作时，双面显示的内容可以独自控制，可实现两面的图案各自定义。
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具体实施方式

[0035] 下面结合附图和实施例对本发明的技术方案进行详细阐述。

[0036] 实施例1

本方案的结构为OLED有机发光二极管和量子点发光二极管混合的透明显示屏结构实

现双面显示。如图５，一个像素包括R，G，B子像素，R同时有R1，R2两个子像素，G同时有G1，G2

两个子像素，B同时有B1，B2两个子像素。其中，R1，G1，B1为OLED有机发光二极管，R2，G2，B2

为量子点发光二极管。以此类推，形成整个阵列矩阵的显示区域。

[0037] OLED有机发光二极管和量子点发光二极管的发光材料不一样，其它功能层和阴

极、阳极都可以同样工艺、同样材料和同样厚度来设定（图６）。

[0038] 由于量子点材料的本征的窄光谱效应，所以在搭配透明电极或半透电极的情况

下，仍然出射出窄的光谱（图７）。这样，就保证了即使在透明电极情况下，仍然高色纯度的透

明显示屏。

[0039] R1，G1，B1  OLED有机发光阵列对应的电源线为PVDD1；R2，G2，B2  QLED有机发光阵

列对应的电源线为PVDD2，两个PVDD线是各自分开控制的(图8)；而每个单元的两个子像素

之间的data信号是共用的，如图9所示。这样在操作时，可以保证在输入PVDD1，或PVDD2，或

PVDD1与PVDD2同时输入时，显示的画面是一样和同步的。

[0040] 实际工作时，电源线PVDD1打开时，透明屏中的OLED打开，显示低色域的色彩；当电

源线PVDD2打开时，显示QLED高色域的色彩；当电源线PVDD1和PVDD2同时打开时，OLED像素

和QLED同时且同步工作，显示色域介于有图二者之间。

[0041] 因此我们可以根据消费者的实际对色彩、色调的喜好，选择合适电源线开启模式

(图10)。

[0042] 实施例２

本方案的结构为OLED有机发光二极管和量子点发光二极管混合的透明显示屏结构实

现双面显示。如图11，一个像素包括R，G，B子像素，R同时有R1，R2两个子像素，G同时有G1，G2

两个子像素，B同时有B1，B2两个子像素。其中，R1，G1，B1为OLED有机发光二极管，R2，G2，B2

为量子点发光二极管。以此类推，形成整个阵列矩阵的显示区域。

[0043] OLED有机发光二极管和量子点发光二极管的发光材料不一样，阴极和阳极的设定

刚好相反，即OLED显示阴极半透，光从顶部出射；QLED显示阳极透明，光从底部出射。而就整

个架构来说，实现双面都可显示(图12)。

[0044] 在匹配合适的驱动电路后，可实现控制正面显示；或实现反面显示；或正面和反面

同时显示。

[0045] 具体膜层搭配和工艺形成方法：

如图13所示,对于阴极的差异，通过slit条形的shadow  mask来蒸镀，其中OLED单元的

阴极蒸镀薄层的金属，10-20nm之间；而QLED单元的的阴极蒸镀较厚的金属，40nm-150nm之

间；对于阳极的差异，OLED单元对应的阳极为ITO和金属反射电极的复合层，而QLED为单层

ITO；其中ITO膜层为两个单元共用，具有同样的厚度和同一道工艺。

[0046] R1，G1，B1  OLED有机发光阵列对应的电源线为PVDD1；R2，G2，B2  OLED有机发光阵

列对应的电源线为PVDD2，两个PVDD线是各自分开控制的；而每个单元的两个子像素之间的

data信号是共用的，如图14。这样在操作时，可以保证在输入PVDD1，或PVDD2，或PVDD1与
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PVDD2同时输入时，显示的画面是一样和同步的。

[0047] R1，G1，B1  OLED有机发光阵列对应的信号线为Data  1；R2，G2，B2  QLED有机发光阵

列对应的信号线为Data  2，两个信号线是各自分开控制的；而每个单元的两个子像素之间

的PVDD、PVEE电源线是共用的，如图15。这样在操作时，可以保证在输入Data  1，或Data  2，

或Data  1与Data  2同时输入时，显示的画面是同步的。

[0048] R1，G1，B1  OLED有机发光阵列对应的电源线为PVDD1；R2，G2，B2  OLED有机发光阵

列对应的电源线为PVDD2，两个PVDD线是各自分开控制的；而每个单元的两个子像素之间的

data信号是分开控制的，如图16。这样在操作时，双面显示的内容可以独自控制，规避掉上

面实施例可能出现的备案图案反过来的情况。
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图1

图2
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图3

图4
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图5

图6
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图8
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图10

图11
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图12

图13
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图14

图15
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图16
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